(™ Germanium-pnp-HF-Transistor GF130

Der HF-Transistor GF 130 ist ein diffusionslegierter Ge-pnp-Transistor in
der Bauform A 1 (entspricht = TO-18-Gehiuse). Der Einsatz ist vornehmlich
in 10, 7-MHz-ZF-5tufen.

Statische Kennwerte (lir , = 25°C — 5 grd)
—lcpg =25 = 75uA  bei —Ucg = &Y
—lean = 25V bel —lcao = 100 uA
—Ugpo =05V bei —lgpo = 100 uA
Dynamische Kennwerte fir #, = 25 °C
Stromverstirkung in Emitterschaleung
B= 40
bei —Ugg =6Y; —lc = 1 mA
Ubergangsfrequenz
fr=T75MHz
bei —Ucg=6V; —lgc =1mA
Vierpolparameter
gie == 25mS  ei2e = 1.5pF it
Brze — 4045 |Ya1e| =28 mS
bel —Ucg = 6V; —lc = 1 mA; f = 10 MHz & £
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zu Vi — 12,5 dB fiir den Transistertyp GF 132
Cy = 3.3nF Ly = Drossel; 10uH
Cs = 3,3 nF Ly = 3,5 Windungen; é mm
Ca=4...16pF versilb, Cu-Draht, 0,8 mm
Cy = 1,3 nF Rg = 56102

Ry ist so zu bemessen, dafll sich ein Gesamtausgangswider-
stand von R, = 3 ki} ergibt.

Bes:eilbe:::ir.hnung fiir einen Transistor: Transistor GF 130

305

20 Bouslements



